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요약

표시장치에서, 액티브소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 메모

리소자에 취입하고, 상기 메모리소자의 기억내용에 대응하여, 전기광학소자를 구성하는 액티브소자가 참조선의 전압

을 유기 EL 소자에 인가함으로써, 화소마다 기억유지동작을 행하고, 동일 데이터의 재기입을 방지함으로써, 전력 소

비를 감소시킨다. 다계조표시를 실현하기 위해, 상기 표시장치는 배선수 및 소비전력을 감소시킨다. 상기 목적을 달성

하기 위해, 보다 구체적으로는, 상기 메모리소자를, 표시해야 할 계조에 따라 복수개 제공한다. 또한, 상기 메모리소자

에 개별적으로 대응하는 액티브소자(B), 및 서로 비트순위가 동등한 액티브소자(B)의 제어입력단에 의해 액티브 소자

가 공유되도록 인회되고, 택일적으로 선택되는 비트선택선을 제공한다. 선택선의 비선택기간 동안에는 데이터를 기

입하고, 선택기간 동안에는 비트선택선을 비트의 무게의 기간동안만 선택한다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도1은, 본 발명의 실시예 1에 의한 표시장치의 개략적 구성을 도시한 도면이다.

도2는, 도1의 표시장치에 있어서의 SRAM의 1구성예를 나타낸 블록도이다.

도3은, 도1의 표시장치에 있어서의 메모리소자의 구성을 설명하기 위한, 1개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면

이다.

도4는, 도1의 표시장치에 있어서의, 비트선택선 및 선택선에의 인가신호파형을 나타낸 도면이다.
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도5는, 본 발명의 실시예 2에 의한 표시장치에 있어서의 1개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면이다.

도6은, 도5의 표시장치에 있어서의, 비트선택선, 선택선 및 신호선에의 인가신호파형을 나타낸 도면이다.

도7은, 본 발명의 실시예 3에 의한 표시장치에 있어서의 1개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면이다.

도8은, 상기 본 발명의 실시예 3에 의한 표시장치에 있어서의, 저소비전력화를 실현가능한 D/A 변환회로의 전기회로

구성을 나타낸 도면이다.

도9는, 본 발명의 실시예 4에 의한 표시장치에 있어서의 1개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면이다.

도10은, 도9의 표시장치에 있어서의, 비트선택선, 선택선 및 신호선에의 인가신호파형을 나타낸 도면이다.

도11은, 도9의 구성을 채용하여, 전류구동형 전기광학소자에 대해, 시간 분할 계조를 사용하지 않고 전류치를 제어하

도록 설정한 경우의 가장 단적인 전기회로구성을 도시한 도면이다.

도12는, 본 발명의 실시예 5에 의한 표시장치에 있어서의 1개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면이다.

도13은, 본 발명의 실시예 6에 의한 표시장치에 있어서의 4개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면이다.

도14는, 도13의 표시장치에 있어서의 비트선택선 및 선택선에의 인가신호파형을 나타낸 도면이다.

도15는, 본 발명의 실시예 7에 의한 표시장치에 있어서의 4개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면이다.

도16은, 본 발명의 실시예 8에 의한 표시장치에 있어서의 2개의 화소영역의 전기회로를 도시한 도면이다.

도17은, 전형적인 종래 기술에 의한 표시장치의 개략구성을 나타낸 블록도이다.

도18은, 도17의 표시장치에 있어서의 각 화소부의 회로구성을 상세히 나타낸 도면이다.

도19는, 다른 종래 기술에 의한 표시장치에 있어서의 각 화소부의 구성을 도시한 도면이다.

도20은, 도19의 표시장치에 있어서의 메모리셀의 회로구성을 상세히 도시한 도면이다.

도21은, 또 다른 종래기술에 의한 표시장치의 구성을 도시한 블록도이다.

도22는, 도21의 표시장치에 있어서의 각 화소의 회로구성의 일례를 도시한 도면이다.

도23은, 도21의 표시장치에 있어서의 각 화소의 회로구성의 다른 예를 도시한 도면이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 액정디스플레이, EL(Electro Luminescence) 디스플레이 등으로서 바람직하게 실현되는 평판 표시장치에

관한 것으로, 특히 화소에 메모리기능을 갖는 표시장치에 관한 것이다.

최근, 상기 액정디스플레이, EL 디스플레이, FED(Field Emission Device) 디스플레이 등의 평판 표시장치의 연구 

및 개발이 활발히 행해지고 있다. 특히, 액정디스플레이나 유기 EL 디스플레이는, 그 경량성 및 저소비전력성을 이용

하여, 휴대전화나 휴대형의 퍼스널 컴퓨터 등의 표시장치로서 주목받고 있다. 한편, 상기 휴대기기가 보다 많은 기능

을 탑재하게 됨에 따라, 전원용 배터리의 고용량화는 물 론, 표시장치에 대해서도, 저소비전력화에 의한 사용시간의 

장시간화가 강하게 요구되고 있다.

표시장치의 저소비전력화를 위한 방법으로서, 전형적인 종래 기술인 일본 공개특허공보 제96-194205호(공개일: 19

96년 07월30일))에는, 계조표시를 저소비전력으로 행하기 위해, 각 화소마다 메모리기능을 갖게 하고, 화소의 기억내

용에 대응하는 기준전압을 스위칭함으로써, 동일화상을 표시하는 경우의 주기적인 재기입을 방지하여, 구동회로의 

소비전력을 감소시킬 수 있는 방법이 개시되어 있다.

즉, 도17에 도시된 바와 같이, 제1 유리기판상에는 화소전극(1)이 매트릭스 형태로 배치되어 있고, 그 화소전극(1) 사

이에는, 가로방향으로 주사선(2)이, 세로방향으로 신호선(3)이 배치되어 있다. 또한, 주사선(2)과 평행하게, 참조선(4)

이 배치되어 있다. 주사선(2)과 신호선(3)의 교차부에는, 메모리소자(5)가 제공되어 있고, 상기 메모리소자(5)와 화소

전극(1) 사이에는 스위칭소자(6)가 개재되어 있다.

상기 주사선(2)은 1수직주기마다 주사선 드라이버(7)에 의해 선택적으로 제어되는 반면, 상기 신호선(3)은 1수평주

기마다 신호선 드라이버(8)에 의해 일괄적으로 제어되며, 상기 참조선(4)은 참조선 드라이버(9)에 의해 일괄적으로 

제어된다. 상기 제1 유리기판 위에는, 소정거리를 두고 제2 유리기판이 대향배치되어 있고, 상기 제2 유리기판의 대

향면에는 제1 유리기판과 대향하는 대향전극이 형성되어 있다. 또한, 제1 및 제2 유리기판 사이에, 표시재료로서, 전

기광학소자인 액정이 봉입되어 있다.

도18은, 도17에 있어서의 각 화소부의 구성을 상세히 나타낸 회로도이다. 서로 수직으로 배치된 주사선(2)과 신호선(

3)의 교차부에, 2진 데이터를 기억하는 상기 메모리소자(5)가 형성되어 있고, 이 메모리소자(5)에 기억되어 있는 정보

는, TFT로 이루어지는 3단자의 상기 스위칭소자(6)를 통해 출력된다. 스위칭소자(6)의 제어입력단에는 상기 메모리

소자(5)로부터의 출력이 주어지고, 일단에는 상기 참조선(4)의 기준전압 Vref가 주어지며, 타단에는 상기 화소전극(1

)으로부터 액정층(10)을 통해 상기 대향전극(11)의 공통전압 Vcom이 주어진다. 따라서, 메모리소자(5)의 출력에 따

라 스위칭소자(6)에 걸리는 저항치가 제어되는 것에 의해, 액정층(10)의 바이어스상태가 조정되고 있다.

상기 도18의 구성에서는, 메모리소자(5)에는, 각각 Poly-Si TFT로 이루어지는 2단의 인버터(12,13), 및 정 귀환형의

메모리회로, 즉 스태틱 메모리소자가 제공된다. 상기 주사선(2)의 주사전압 Vg가 하이 레벨로 되어, 상기 주사선(2)이

선택되면, TFT(14)가 도통(이하, "ON")상태로 되어, 신호선(3)으로부터 주어지는 신호전압 Vsig는, 상기 TFT(14)를
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통해 인버터(12)의 게이트단자에 입력된다. 상기 인버터(12)의 출력은, 인버터(13)에 의해 반전된 후, 상기 인버터(1

2)의 게이트단자에 재입력된다. 이에 의해, TFT(14)가 ON일 때 인버터(12)에 기입된 데이터가, 동극성으로 상기 인

버터(12)에 귀환되고, 다시 상기 TFT(14)가 ON될 때까지 유지된다.

또한, 상기 구성과 같이 Poly-Si TFT를 사용하여 스태틱 메모리 소자를 각 화소에 제공하는 또 다른 구성이, 다른 종

래 기술인 일본 공개특허공보 제1990- 148687호(공개일: 1990년 06월07일)에 개시되어 있다. 도19는, 상기 종래 

기술에 있어서의 각 화소부의 구성을 도시한 회로도이다. 이 종래 기술에서는, 각 화소는, 복수의 메모리셀 m1, m2, 

…, mn (도19에서는, n=4), 정전류회로(21) 및 상기 각 메모리셀 m1∼mn의 데이터에 의해 제어된다. 상기 화소는, 

상기 정전류회로(21)의 기준전류를 작성하는 FET q1∼qn, 및 상기 정전류회로(21)로부터의 전류로 구동되는 유기 

EL 소자(22)를 포함한다. 동일한 화소에 대응하는 메모리셀 m1∼mn에는, 공통으로 행 전극 제어신호 v1이 주어지고

, 또한 각각 n비트의 열 전극 제어신호 b1∼bn이 주어진다.

정전류회로(21)는, FET(23,24)를 사용한 커런트 미러회로이기 때문에, 유기 EL 소자(22)에 흐르는 전류는, 서로 병

렬로 접속된 FET q1∼qn을 흐르는 전류의 총합인 상기 기준전류에 의해 결정된다. 또한, 이 FET q1∼qn을 흐르는 

전류는, 메모리셀 m1∼mn에 기억된 데이터에 의해 결정된다.

각 메모리셀 m1∼mn은, 예컨대 도20에 도시된 바와 같이 구성되어 있다. 즉, 입력용의 인버터(25), 유지용의 인버터

(26), 귀환용의 인버터(27), 및 상기 행 전극 제어신호 v1과 입력용의 인버터(25)의 출력에 응답하여, 상기 유지용의 

인버터(26)의 게이트에 대해, 상기 열 전극 제어신호 b1∼bn을 입력할 지, 귀환용의 인버터(27)의 출력을 귀환할 지

를 제어하는 MOS 전송게이트(28,29)를 포함하고 있다. 따라서, 유지용의 인버터(26)의 출력이 귀환용의 인버터(27) 

및 MOS 전송게이트(29)를 통해 상기 유지용의 인버터(26)의 게이트에 귀환되는 스태틱 메모리 소자구성으로 되어있

다.

또한, 다른 종래 기술로서, 화상메모리를 표시부 이외에 배치한 액정표시장치의 회로구성이, 일본 공개특허공보 제20

00-227608호(공개일: 2000년 08월15일)에 개시되어 있다. 도21은, 종래 기술의 표시기판을 나타낸 블록도이다. 이

종래 기술에서는, 표시부(31)는, 라인버퍼(32)를 통해 화상메모리(33)에 접속되어 있다. 상기 화상메모리(33)는, 메

모리셀이 매트릭스 형태로 배열된 랜덤 액세스 메모리(random access memory)의 구성으로 되어 있고, 표시부(31)

의 화소와 동일한 어드레스공간을 갖는 비트맵 구성을 갖는다. 어드레스신호(34)는, 메모리 제어회로(35)를 통해, 메

모리라인 선택회로(36) 및 열선택회로(37)에 입력된다. 상기 어드레스신호(34)에 의해 지정된 메모리셀이, 도시하지 

않은 열선 및 행선에 의해 선택되고, 그 메모리셀에 표시데이터(38)가 기입된 후 선택된다. 이와 같이 기입된 표시데

이터(38)는, 선택화소를 포함하는 1라인분의 데이터로서 라인버퍼(32)에 출력된다. 라인버퍼(32)는, 표시부(31)의 신

호배선에 접속되어 있기 때문에, 상기 독출 표시데이터(38)는, 도시하지 않은 신호배선으로 출력된다.

한편, 상기 어드레스신호(34)는 어드레스라인 변환회로(39)에도 입력되기 때문에, 표시부(31)의 도시하지 않은 모든 

라인선택배선들중, 상기 어드레스 신호(34)를 변환하여 얻어진 라인선택배선이, 표시라인 선택회로(40)에 의해 선택

되고, 선택전압이 인가된다. 이러한 동작에 의해, 화상메모리(33)내의 표시데이터(38)가, 표시부(31)에 기입된다.

도22는, 상기 표시부(31)에 있어서의 각 화소의 회로구성의 일례를 도시한 회로도이다. 라인선택배선(41)의 선택은 

상기 표시라인 선택회로(40)에 의해 이루 어지며, 상기 선택에 의해, 상기 라인선택배선(41)에 접속되는 제어 TFT(4

2)가 제어되고; 신호배선(43)을 통해 상기 라인버퍼(32)로부터 주어지는 표시데이터(38)가, 공통배선(44)과 상기 제

어 TFT(42) 사이에 제공되는 커패시터(45)에 기억되며; 상기 커패시터(45)의 단자전압에 의해서, 구동 TFT(46)의 

ON/OFF가 제어된다. 상기 구동 TFT(46)가 ON 또는 OFF되는 도통상태의 결정에 의해, 액정기준배선(48)으로부터 

주어지는 전압이, 화소전극(47)에 직접 인가될 지, 또는 상기 구동 TFT(46)의 단자들 사이에 제공되는 커패시터(49)

를 통해 간접적으로 인가될지가 결정된다.

또한, 도23은, 상기 표시부(31)에 있어서의 각 화소의 회로구성의 다른 예를 도시한 회로도이다. 상기 구성에서는, 액

정을 구동하는 TFT로서, 아날로그 스위치(51)가 사용되고 있다. 상기 아날로그 스위치(51)는, p형 TFT(52) 및 n형 

TFT(53)로 구성되어 있다. 상기 아날로그 스위치(51)를 구동하기 위해, 각각 샘플링 커패시터(54,55) 및 샘플링 TF

T(56,57)로 이루어지는 2 계통의 메모리회로가, 상기 각 TFT(52,53)에 대응하여 제공된다.

상기 샘플링 TFT(56,57)은, 서로 극성이 다른 2개의 데이터배선(58,59)에 각각 접속됨과 동시에, 동일한 라인선택배

선(41)에 접속되어 있다. 상기 라인선택배선(41)에 의해 상기 샘플링 TFT(56,57)의 ON 또는 OFF가 제어되고, 샘플

링 커패시터(54,55)에 상기 데이터배선(58,59)의 전압 D, /D가 각각 기억된다. 또, 상기 공보에는, (i) 아날로그 스위

치(51)를 구동하기 위해 사용되는, 극성이 상이한 전압 D, /D가, 상기한 바와 같이 2계통의 메모리회로를 제공하지 

않고, 화소내부의 인버터회로에서 생성되며, (ii) 메모리회로가, 반도체에 사용되는 메모리회로의 구성을 채용함으로

써 TFT을 사용하여 표시부(31)상에 구성되는 있다고 기재되어 있다.

이와 같이, 2000-227608호 공보에는, 액정 디스플레이용의 표시부(31)외에 화상메모리(33)를 갖는 폴리실리콘 TF

T 기판의 구성이 개시되어 있다.

그러나, 공개특허공보 제1996-194205호에 기재된 종래 기술에 의하면, 도18에 나타낸 바와 같이, 1개의 화소가, 액

정층(10), 액정구동용의 스위칭소자(6) 및 1비트의 메모리소자(5)로 구성되어 있다. 이에 의해, 1개의 액정소자당 흑

백 2진 표시를 행할 수 있어도, 3계조 이상의 다계조 표시를 행할 수 없다고 하는 문제가 있다.

이와 같이, 2000-227608호 공보에 기재된 종래 기술에서도, 도22에 나타낸 바와 같이, 1개의 화소는, 액정소자, 및 

커패시터(45)로 이루어지는 1비트의 메모리소자로만 구성되기 때문에, 상기 1개의 액정소자에 대해, 흑백 2진 표시

밖에 행할 수 없다고 하는 문제가 있다.

이 점에 있어서, 일본 공개특허공보 제1990-148687호의 종래 기술에서는, 도19에 나타낸 바와 같이, 1개의 화소가, 

유기 EL 소자(22), 커런트 미러회로(21) 및 복수의 메모리셀 m1∼mn로 구성되어 있다. 따라서, 상기 메모리셀 m1∼

mn의 상태를 재기입함으로써, 메모리셀의 수 n에 따른 다계조 표시를 실현할 수 있다.
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그러나, 도19의 구성에서는, 다계조표시에 필요한 메모리셀의 갯수 n과 동일한 수의, 데이터 배선에 대응하는 열 전

극 제어신호 b1∼bn이 필요하게 된다. 따라서, 다계조표시에 있어서 계조의 레벨이 증가함에 따라 화소가 보다 많은 

배선으로 덮어진다. 이에 의해, 메모리셀 등을 작성하기 위한 영역이 좁게 된다고 하는 새로 운 문제가 생긴다.

또한, 상기 2000-227608호 공보에 기재된 구성에서는, 화상메모리(33)로부터 1주사라인분의 데이터가 병렬로 독출

된 후, 라인버퍼(32)에 송출된다. 이와 같이 화상메모리(33)로부터 버퍼회로(또는 신호선드라이버)에 데이터를 병렬

로 송출하는 것의 장점은, 1라인분의 데이터에 대해 일단 패럴렐/시리얼 변환을 행하고, 시리얼 데이터로서, 상기 데

이터를 도17의 신호선드라이버(8)의 도시하지 않은 시프트 레지스터 내부를 통해 전송한 후, 상기 전송된 데이터에 

대해 다시 시리얼/패럴렐 변환을 행할 필요가 없게 되는 것에 있다. 상기 구성에 의해, 저소비전력화가 가능해지고 있

다.

그러나, 이와 같은 구성에 의해, 화소당 3계조 이상의 다계조표시를 행하는 경우, 화상메모리(33)로부터 독출되는 데

이터를 신호선드라이버(8) 내의 D/A 변환회로에서 아날로그전압으로 변환하는 구성으로 되어 있어, D/A 변환에 따

른 전력소비가 크다고 하는 문제가 있다.

또한, 일본 공개특허공보 제1990-148687호와 같은 구성에서도, FET q1∼qn에 의해 작성된 후, 커런트 미러회로(2

1)의 FET(23)측을 흐르는 상기기준전류가 불필요해지기 때문에, 이 커런트 미러회로(21)를 일종의 D/A 변환회로라

고 생각하면, D/A 변환에 따른 소비전력의 문제가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 다계조표시를 실현하는 데 있어서, 표시영역에서의 배선수를 감소시키고, 소비전력을 감소시킬 수

있는 표시장치를 제공하는 것이다.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 의한 표시장치는, 매트릭스 형태로 구획된 각 영역에 설치된 전기광학소자; 상

기 각 영역에 제공된 액티브소자(A); 및 신호선의 데이터를 상기 액티브소자(A)를 통해 취입하여, 그 출력에 의해 상

기 각 전기광학소자를 표시구동하는 메모리소자를 포함하며, 각 전기광학소자에 대응하는 상기 2개 이상의 메모리소

자가, 상기 각 신호선에 대해 제공되고, 상기 각 전기광학소자는, 상기 전기광학소자에 대응하여 제공된 2개 이상의 

상기 메모리소자의 일부 또는 전부의 출력에 의해 표시구동되는 구성으로 되어있다.

상기 구성에 의하면, 액티브 소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터

를 메모리소자에 취입하고, 그 메모리소자의 기억내용에 따라 참조선의 전압을 전기광학소자에 인가함으로써, 전기

광학소자마다 기억유지동작을 행하고; 동일한 데이터의 재기입을 방지함으로써, 신호선구동회로의 전력 소비를 감소

시키는 표시장치에 있어서, 다계조표시나 상이한 영상의 표시를 실현하는 데 있어서, 각 전기광학소자에 대응하여 형

성되는 메모리소자를, 동일한 신호선에 대해, 표시해야 할 계조나 영상에 대응하는 비트수, 예컨대 8계조에 대해서는 

3개의 메모리 소자를 제공한다. 그리고, 메모리 소자의 일부 또는 전부의 출력에 의해 상기 전기광학소자를 표시구동

한다.

따라서, 일부의 출력을 사용한 경우, 비트의 무게에 따라 출력을 스위칭함으로써, 시순차 디지털 계조제어를 행할 수 

있다. 또한, 일부의 출력과 나머지의 출력을 사용하여 상이한 표시를 행할 수 있다. 예컨대, n비트의 데이터에서는, 2 
n 개의 계조 영상을 표시하거나, 2계조(1비트계조)의 n개의 영상을 스위칭에 의해 표시하 는 것은 물론, 2 n-1 의 계

조의 표시와 2계조(1비트계조)의 표시 사이에서의 절환도 가능해진다. 한편, 전부의 출력을 동시에 사용하는 경우, 각

비트의 출력의 가산전압이나 전류에 의해 아날로그 계조제어를 행할 수 있다.

이에 의해, 공통의 신호선을 사용하여 각 비트의 데이터가 대응하는 메모리소자에 취입되고, 또한 상기 비트들을 각각

선택하는 비트선택선은 서로 비트순위가 동등한 액티브 소자에 의해 공유되도록 인회되기 때문에, 배선수를 감소시

킬 수 있다. 또한, 멀티 비트의 데이터에 의해 전기광학소자를 시분할 계조법에 따라 구동하기 때문에, D/A 변환에 따

른 전력소비도 감소시킬 수 있다.

또한, 상기의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 다른 표시장치는, 선택선 및 신호선에 접속된 액티브소자(A); 상기 액

티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 메모리소자; 상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 전

기광학소자; 및 상기 각 메모리소자에 대응하여 제공되는 액티브소자(B)를 포함하며, 각 전기광학소자에 대응하여 형

성되는 상기 메모리소자의 수는, 상기 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조 및/또는 영상의 종류의 적어도 일부분에 대

응하는 비트수와 동일하고, 서로 동등한 비트순위의 액티브소자(B)의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되고, 각 비

트순위마다 택일적으로 선택되어, 상기 선택선이 선택된 기간 동안에는 상기 액티브소자(A)를 통해 데이터를 대응하

는 메모리소자에 격납시키고, 상기 선택선이 선택되지 않는 기간 동안에는 대응하는 메모리소자의 데이터를 상기 전

기광학소자에 대해 출력하도록 상기 액티브소자(B)를 구동시키는 비트선택선을 더 포함하는 구성으로 되어있다.

상기 구성에 의하면, 액티브 소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터

를 메모리소자에 취입시키고, 그 메모리소자의 기억내용에 따라 참조선의 전압을 전기광학소자에 인가함으로써, 전

기광학소자마다 기억유지동작을 행하고; 동일 데이터의 재기입을 방지함으로써, 신호선구동회로의 전력 소비를 감소

시키는 표시장치에 있어서, 다계조표시 및/또는 상이한 영상의 표시를 실현하기 위해, 각 전기광학소자에 대응하여 

형성되는 메모리소자를, 상기 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조 및/또는 영상의 적어도 일부분에 대응하는 비트수

만큼 제공한다. 예컨대 8계조가 필요한 경우에는, 각 전기광학소자에 대응하여 2개의 메모리 소자가 제공되고, 예컨

대 외부의 RAM에 1개 이상의 메모리 소자를 제공함으로써, 각 전기광학소자에 대응하는 메모리 소자의 총 수는 3개

로 조정된다.

한편, 각 메모리소자에 대응하여, 상기 액티브소자(A) 및 전기광학소자에 대응하는 메모리소자 사이에, 액티브소자(B

)가 개재되어 있다. 상기 선택선이 선택되어 있는 동안, 이 액티브소자(B)가 비트선택선에 의해 택일적으로 선택되고,
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각 비트의 데이터가 대응하는 메모리소자에 기억된다. 한편, 상기 선택선이 선택되어 있지 않은 기간 동안, 상기 액티

브소자(B)가 비트선택선에 의해 택일적으로 선택되고, 대응하는 메모리소자에 기억된 데이터는 전기광학소자에 출력

된다.

보다 구체적으로, 예컨대 상기 다계조표시를 실현하는 경우, 3비트의 데이터의 제1∼제3 비트의 데이터가 1이라고 

하면, 우선 제1 비트에 대응하는 메모리소자로부터의 1의 데이터가 단위기간 T동안만 액티브소자(B)를 통해 전기광

학소자에 주 어진다. 다음, 제2 비트에 대응하는 메모리소자로부터의 1의 데이터가 기간 2T동안만 액티브소자(B)를 

통해 전기광학소자에 주어진다. 그 후, 계속해서 제3 비트에 대응하는 메모리소자로부터의 1의 데이터가 기간 4T동

안만 액티브소자(B)를 통해 전기광학소자에 주어진다. 이 경우, 상기 참조선의 전압은, 계조 레벨이 0∼7의 상기 8계

조중의 7계조인 경우, 전기광학소자에 인가되어, 시순차 디지털 다계조표시를 실현할 수 있다.

또한, 상기와 같이, 액티브소자(B)에 의해 일부의 메모리소자의 출력을 바꾸는 경우, 그 일부의 출력과 나머지의 출력

을 사용하여 상이한 영상을 표시할 수 있다. 즉, n비트의 데이터인 경우, 표시는 상기 2 n 계조의 영상의 표시로 한정

되지 않는다. 예컨대, 2계조(1비트계조)의 n개의 영상을 바꾸어 간단한 동화상을 표시하고, 또는 2 n-1 계조 영상의 

표시와, 2계조(1비트계조) 영상의 표시를 바꿀 수 있다.

이에 의해, 멀티 비트의 데이터는, 공통의 신호선을 시분할로 사용하여 각 메모리소자에 의해 순차로 취입되고, 또한 

비트선택선은 서로 동등한 비트순위를 갖는 액티브소자들에 의해 공유되도록 인회되기 때문에, 배선수가 감소될 수 

있다. 또한, 그 멀티 비트의 데이터를 사용하여, 전기광학소자를 시분할 계조법에 의해 구동하기 때문에, D/A 변환에 

필요한 전력소비도 감소할 수 있다. 또한, 상이한 영상 표시로 바꿀 때, 일시적으로 메모리소자에 데이터를 기입함으

로써, 외부의 CPU 등의 동작이 필요하지 않게 되어, 저소비전력으로 실현할 수 있다.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 또 다른 표시장치는, 선택선 및 신호 선에 접속된 액티브소자(A); 상기 액티브

소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안, 상기 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 메모리소자; 

상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 전기광학소자; 및 상기 메모리소자와 상기 전기광학소자 사이에, 

상기 각 메모리소자에 대응하여 제공되는 액티브소자(C)를 포함하며, 각 전기광학소자에 대응하여 제공된 상기 메모

리소자의 수는, 상기 각 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조 및/또는 영상의 종류의 적어도 일부분에 대응하는 비트수

와 동일하고, 상기 메모리소자는, 상이한 액티브소자(A)를 통해 상이한 선택선에 대응하여 각각 제공되고, 서로 동등

한 비트순위의 액티브소자(C)의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되고, 각 비트순위마다 택일적으로 선택되어, 대

응하는 메모리소자의 데이터를 상기 전기광학소자에 대해 출력하도록 상기 액티브소자(C)를 구동시키는 비트선택선

을 더 포함하는 구성으로 되어있다.

상기 구성에 의하면, 액티브소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터

를 메모리소자에 취입하고, 그 메모리소자의 기억내용에 따라 참조선의 전압을 전기광학소자에 인가함으로써, 전기

광학소자마다 기억유지동작을 행하고; 동일한 데이터의 재기입을 방지함으로써, 신호선구동회로의 전력 소비를 감소

시키도록 한 표시장치에 있어서, 다계조표시나 상이한 영상의 표시를 실현하는 경우, 각 전기광학소자에 대응하여 형

성되는 메모리소자의 수를, 동일의 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조나 영상에 대응하는 비트수와 동일하게, 예컨대

8계조로 하면 3개의 메모리 소자를 제공한다.

한편, 상기 액티브소자(A) 및 그 선택선도 각 메모리소자에 개별적으로 대응 하여 제공하고, 각 메모리소자와 전기광

학소자 사이에는, 비트선택선에 의해 택일적으로 선택되는 액티브소자(C)를 각각 개재한다. 따라서, 시순차 디지털 

다계조표시 및/또는 상이한 영상의 표시를 실현할 수 있다.

이에 의해, 멀티 비트의 데이터는, 공통의 신호선을 시간 분할에 의해 사용하여, 각 메모리소자에 순차로 취입되고, 또

한 비트선택선은 서로 비트순위가 동등한 액티브소자에 의해 공유되도록 인회되기 때문에, 배선수를 감소시킬 수 있

다. 또한, 그 멀티 비트의 데이터를 사용하여, 전기광학소자를 시분할의 계조법으로 구동하기 때문에, D/A 변환에 필

요한 전력소비를 감소시킬 수 있다.

또한, 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 또 다른 표시장치는, 선택선 및 신호선에 접속된 액티브소자(A); 상기 액

티브소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안, 상기 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 메모리

소자; 및 상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 전기광학소자를 포함하며, 상기 각 전기광학소자에 대응

하여 형성되는 상기 메모리소자의 수는, 상기 각 신호선에 대해, 표시해야 할 계조의 적어도 일부분에 대응하는 비트

수와 동일하고, 상기 메모리소자는, 상이한 상기 액티브소자(A)를 통해 상이한 선택선에 대응하여 각각 제공되고, 상

기 각 전기광학소자는, 상기 전기광학소자에 대응하여 형성되는 복수의 상기 메모리소자의 총 출력에 의해 표시구동

되는 구성으로 되어있다.

상기 구성에 의하면, 액티브 소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터

를 메모리소자에 취입하고, 그 메모리소자의 기억내용에 따라 참조선의 전압을 전기광학소자에 인가함으로써, 전기

광학소자마다 기억유지동작을 행하고; 동일데이터의 재기입을 방지함으로써, 신호선구동회로의 전력 소비를 감소시

키도록 한 표시장치에 있어서, 다계조표시를 실현하는 경우, 각 전기광학소자에 대응하여 형성되는 메모리소자의 수

를, 동일의 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조수에 대응하는 비트수와 동일하게 제공하고, 액티브소자(A) 및 그 선택

선도 각 메모리소자에 대응하여 제공된다.

따라서, 각 비트의 출력의 가산전압이나 전류에 의해 아날로그 계조제어를 행할 수 있다. 이에 의해, 공통의 신호선을

시간 분할로 사용하여, 멀티 비트의 데이터는 각 메모리소자에 순차로 취입되고, 또한 비트선택선은 서로 비트순위가

동등한 액티브 소자들에 의해 공유되도록 인회되기 때문에, 배선수를 삭감할 수 있다.

또한, 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 또 다른 표시장치는, 선택선 및 신호선에 접속되는 액티브소자(A); 상기 

액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 메모리소자; 상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 

전기광학소자; 및 각 메모리소자에 대응하여 제공되는 액티브소자(B)를 포함하며, 각 전기광학소자에 대응하는 상기 
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메모리소자의 수는, 상기 각 신호선에 대해, 표시해야 할 계조의 적어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일하고, 서로 

동등한 비트순위의 액티브소자(B)의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되고, 각 비트순위마다 택일적으로 선택되어

, 상기 선택선이 선택되어 있는 동안에는 상기 액티브소자(A)를 통해 데이터를, 대응하는 메모리소자에 기억시키도록

상기 액티브소자(B)를 구동하는 비트선택선을 더 포함하고, 상기 각 전기광학소자는, 상기 전기광학소자에 대응 하여

형성되는 복수의 상기 메모리소자의 총 출력에 의해 표시구동되는 구성으로 되어있다.

상기 구성에 의하면, 액티브소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터

를 메모리소자에 취입하고, 그 메모리소자의 기억내용에 대응하여 참조선의 전압을 전기광학소자에 인가함으로써, 

전기광학소자마다 기억유지동작을 행하고; 동일 데이터의 재기입을 방지함으로써, 신호선구동회로의 전력 소비를 감

소시키도록 한 표시장치에 있어서, 다계조표시를 실현하는 경우, 각 전기광학소자에 대응하여 형성되는 메모리소자의

수를, 동일의 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조나 영상의 종류에 대응하는 비트수와 동일하게 제공하고, 각 메모리

소자에 대응하여, 상기 액티브소자(A) 및 전기광학소자와 대응하는 메모리소자 사이에 액티브소자(B)를 개재하여, 이

액티브소자(B)를 비트선택선에 의해 택일적으로 선택함으로써, 대응하는 메모리소자에 데이터를 기억시킬 수 있다.

따라서, 각 비트의 출력의 가산전압이나 전류에 의해 아날로그 계조제어를 행할 수 있다. 이에 의해, 멀티 비트의 데

이터는, 시분할로 사용하여 공통의 신호선을 각 메모리소자에 순차로 취입하고, 또한 비트선택선은 서로 비트순위가 

동일한 액티브 소자에 의해 공유되도록 인회되기 때문에, 배선수를 감소시킬 수 있다.

본 발명의 또 다른 목적, 특징, 및 우수한 점은, 이하에 나타낸 기재에 의해 충분히 알 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의

이익은, 첨부도면을 참조한 상세한 설명에 의해 명백하게 될 것이다.

발명의 구성 및 작용

[실시예 1]

본 발명의 실시예 1에 관해, 도1∼도4를 참조하여 설명하면, 이하와 같다.

도1은, 본 발명의 실시에 1에 따른 표시장치(61)의 개략적인 구성을 도시하는 도면이다. 상기 표시장치(61)는, 전기

광학소자를 유기 EL 소자(62)로서 사용한 EL 디스플레이지만, 상기 액정소자나 FED 소자를 사용하여 실현될 수도 

있다. 단, 본 구성의 기판(63)상에 형성되는 TFT(박막 트랜지스터) 소자는, CGS(Continuous Grain Silicon) TFT 제

조 프로세스나, 일반적으로 사용되는 Poly-Si TFT 프로세스 등으로 제조될 수 있다. 상기 CGS TFT 제조 프로세스

는, 예컨대 일본 공개특허공보 제 98-301536호(공개일 : 1998년 11월 13일))등에 설명되어 있다.

상기 표시장치(61)에서, 대략적으로, CPU(중앙 처리 유닛)(64)는, 플래시 메모리와 SRAM(스태틱 랜덤 액세스 메모

리)으로 기능하는 메모리(65)에 의해 데이터를 교환함으로써, 표시해야 할 데이터를 상기 기판(63)상의 SRAM(66)에

기억시킨다. SRAM(66)내에 기억된 상기 데이터는, CPU(64)의 제어하에 있는 컨트롤러 드라이버(67)로부터 지시가 

주어지면, 기입되고, 정기적으로 독출되며, 그 후 각 화소영역 A내에 형성되는 메모리소자 M에 기억된다. 또한, 이 메

모리소자 M에 기억되어 있는 데이터에 따라 참조선(전원선) R의 전압 VDD가 상기 유기 EL 소자(62)에 인가되면, 화

소마다 기억 유지 동작에 필요한 전원을 얻을 수 있다. 또한, 동일한 데이터의 재기입을 방지하여, 신호선구동회로인 

상기 SRAM(66)의 전력을 세이브할 수 있다. 유사하게, 상기 CPU(64)의 전원을 OFF로 스위칭함으로써, 전력이 세이

브된다.

상기 컨트롤러 드라이버(67)로부터 선택선(게이트 신호선) Gi (i = 1,2,∼,m; 총칭할 때는, 이하 참조 부호 G로 나타

냄)가 나오고, 상기 SRAM(66)로부터 신호선(데이터 신호선) Sj (j = 1,2,∼,n; 총칭할 때는, 이하 참조 부호 S로 나타

냄)가 나온다. 상기 선택선과 신호선의 교차부에는, 제1 액티브 소자(액티브 소자 A)인 n형 TFT Q1이 형성되어 있다

. 그리고, 컨트롤러 드라이버(67)는 선택 전압을 선택선 G에 인가한다. 선택선 G에 게이트가 접속되어 있는 TFT Q1

은, SRAM(66)로부터 신호선 S에 출력되어 있는 데이터를 메모리 소자 M에 인가한다. 또한, 메모리 소자 M으로부터

의 출력은, 상기 유기 EL 소자(62)와 동시에 전기광학소자를 형성하는 p형 TFT Q2의 게이트에 인가된다. 상기 TFT

Q2는 상기 참조선 R의 전압 VDD를 상기 유기 EL 소자(62)에 인가한다.

단, 메모리 소자 M은, 후술하는 스태틱 메모리를 사용하여 실현된다. 이 경우, 상기 SRAM(66)를, CPU(64)로부터 출

력되는 데이터의 데이터 전송속도, 및 화소영역 A에 배치된 메모리 소자 M으로 전송되는 데이터의 데이터 전송속도

를 조정하는 버퍼라고 가정하면, 상기 SRAM(66)은 단지 일시적으로 데이터를 유지하기 위해 필요하다. 따라서, SRA

M(66) 대신, DRAM 구성이 채용되어도 좋다. 이 경우, 메모리 소자 M에 기억된 데이터와 동시에, 갱신된 데이터상의

정보, 즉 어떤 화소에 해당하는 데이터가 갱신되었는지를 나타내는 데이터를 DRAM 구성에 기억시킴으로써, 갱신된 

데이터에 해당되는 메모리 소자 M의 데이터만을 재기입하는 구성을 실현할 수 있다.

특히, 표시장치(61)의 화소영역 A에 배치된 메모리 소자 M의 데이터는 신호 선 S 등을 통해 재기입된다. 그러나, 일

반적으로 신호선 S 등의 부유 용량은 통상의 RAM에 비해 크기 때문에, 이 경우의 재기입 속도는 통상의 RAM에 비해

느려진다. 따라서, CPU(64)로부터의 데이터가 일시적으로 유지되도록 하기 위해, 통상의 RAM과 동일한 RAM이 표

시영역 외부에 제공된다. 여기서, 화소영역 A 외부의 RAM은 DRAM 구성으로 해도 좋다.

또한, 상기 화소영역 외부에 배치되는 RAM은, 후술과 같이, 화소영역 A내의 메모리소자 M에 기입될 수 없는 데이터

를 저장하는 역할을 한다. 예컨대, 원하는 표시의 계조가 6비트 계조인 경우에는, 화소에 4비트 계조만이 사용될 수 

있으면, 다른 2비트 계조의 데이터는 화소영역 A 외부의 RAM에 배치된다.

또한, 후술과 같이, 스위칭에 의해 복수의 영상이 표시되는 경우, 필요한 메모리 소자의 수는 증가한다. 이 경우, 상기

와 같이, 화소영역 A내에 배치될 수 없는 메모리 데이터를 화소영역 A 외부의 RAM에 배치해도 좋다. 즉, 화소영역 A

내의 메모리 소자 M과 화소영역 A 외부의 RAM 사이에서 표시 데이터가 교환되고; 여기서, 통상은 화소영역 A내에 

메모리 데이터가 표시되고, 다른 화면으로 바뀌면, 화소영역 A 외부의 RAM 데이터가 화소영역 A내의 메모리 소자 
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M으로 이동되는 것에 의해, (또한, 화소영역 A내의 메모리 데이터를 화소 외부의 RAM으로 되돌림으로써), 표시가 행

해진다.

또한, 상기 SRAM(66), 컨트롤러 드라이버(67) 및 CPU(64)는, 기판(63)상에 집적되어 형성되어도 좋다. 이 경우, 상

기 CGS TFT 제조 프로세스로 기판(63)상에 형성되거나, 또는 이러한 집적 회로가 단결정 반도체 제조 공정으로 생

성된 후, 별 도로 준비된 기판(63)상에 설치되어도 가능하다. 또한, 상기 단결정 반도체 제조 공정에 의해 생성된 집적

회로가 별도로 준비된 기판(63)에 설치되는 후자의 경우, 상기 집적회로가 기판(63)에 직접 설치되어도 좋다. 이와 달

리, TAB(Tape Automated Bonding) 기술에 의해, 동박 패턴을 사용하여 배선된 테이프상에 일시적으로 집적회로를

설치한 후, TCP(테이프 캐리어 패키지)를 접합함으로써, 집적회로를 기판(63)에 준비할 수 있다.

본 발명에 따른 중요한 구성은, (i) 다계조 표시를 행할 때, 표시에 사용되는 계조에 대응하는 비트수만큼의 메모리 소

자 M, (ii) 표시하고자 하는 복수의 영상에 필요한 비트수만큼의 메모리 소자 M, 또는 (iii) (i)에서 요구되는 비트수와 

(ii)에서 요구되는 비트수의 조합을 포함하는 전체 비트수 이하(도1에서는, 설명의 편의상, 2개의 메모리 소자 M이 참

조 부호 M1, M2로 도시됨)의 메모리 소자 M이 제공되는 것이다. 각 화소영역 A내에 형성되는 메모리 소자 M의 개수

가, 상기 요구되는 개수 미만인 경우에는, 상기 필요한 메모리 소자들 M 중 나머지를 상기 SRAM(66)내에 제공할 수 

있고, 요구되는 화소영역 A와 SRAM(66) 사이에서, 데이터를 교환할 수 있다. 이하의 설명은, 다계조 표시를 가정한 

것이고, 복수의 영상 표시에 관해서는 후술한다.

도1에 도시된 구성에서, 메모리 소자 M1, M2는 상기 TFT Q1, Q2 사이를 접속하는 라인에 대응하여 제공된다. 그 

후, 상기 라인과 상기 메모리 소자 M1, M2를 연결하도록 제2 액티브 소자(액티브 소자 B)인 TFT Q31, Q32가 제공

되어, 개별적으로 메모리 소자 M1, M2에 대응한다. 또한, 한번에 상기 TFT Q31, Q32 중 어느 하나 를 선택하기 위

해, 비트 선택선 B1, B2 및 그 비트 선택선 B1, B2에서 선택 전압을 발생시키는 비트 컨트롤러(68)가 제공되어 있다.

상기 비트 컨트롤러(68)는, 상기 SRAM(66) 등과 같이, 기판(63)상에 집적되어 형성되어도 좋다.

도2는, 상기 SRAM(66)의 1 구성예를 도시하는 블록도이다. 상기 SRAM(66)은, CPU(64)에 대해 시리얼 IN 컨트롤 

회로(71) 및 시리얼 OUT 컨트롤 회로(72)로 이루어지는 시리얼 I/O 포트와는 별도로, 패럴렐 OUT 컨트롤 회로(73)

를 포함한다. 상기 패럴렐 OUT 컨트롤 회로(73)는 각 신호선(S)과 대응하여 기판(63)의 세그먼트측의 1라인(l,2,…,

m)의 화소에 대응하는 데이터를 병렬로 출력하는 포트이다. 또한, 상기 패럴렐 OUT 컨트롤 회로(73)는 각 화소마다,

R, G, B의 3개의 포트를 더 갖는다. 또한, 통상의 SRAM 회로에서와 같이, 상기 SRAM(66)은 어드레스 버퍼(74,75), 

행 디코더(76), 열 디코더(77), 셀렉터(78), 메모리 어레이(79), 및 칩 셀렉트 또는 각종 인에이블 신호와 연관된 게이

트(80,81) 및 버퍼(82)를 포함한다.

도3은, 임의로 선택된 i번째 행, j번째 열의 1개의 화소영역 Aij의 전기회로인 상기 메모리 소자 M의 구성을 설명하기

위한 도면이다. 도3에서는, 도1에서와 같이, 간략화를 위해, 2개의 메모리 소자 M1, M2가 메모리 소자 M으로서 도시

된다. 이하, 상기 i번째 행, j번째 열을 나타내는 첨자 i, j는, 특별히 필요한 경우에만 부기하고, 그렇지 않은 경우에는, 

설명의 편의상 생략한다.

상기 메모리 소자 M1, M2는, p형 TFT P1과 n형 TFT N1으로 이루어지는 CMOS 인버터 INV1, 및 유사하게 p형 T

FT P2와 n형 TFT N2로 이루어지는 CMOS 인버터 INV2가 조합하여 제공되는 2단 인버터 구성을 갖는다. 특히, 상

기 메모리 소자 M1, M2는, TFT Q31, Q32가 인버터 INV1의 입력단자에 접속되고; 인버터 INV1의 출력단자가 인버

터 INV2의 입력단자에 접속되며; 인버터 INV2의 출력단자가 인버터 INV1의 입력단자 및 TFT Q31, Q32에 접속되

는 SRAM 구성을 갖는다.

따라서, 상기 SRAM(66)으로부터의 데이터는, TFT Q1 및 TFT Q31, Q32를 통해 인버터 INV1의 입력단자에 입력

된 후, 상기 인버터 INV1에 의해 반전되고, 차례로 인버터 INV2에 의해 반전된다. 상기 인버터 INV1의 입력단자에 

정(positive)의 피드백이 된 후, 자기-유지 동작(self-holding operation)이 행해지고, 그 출력이 TFT Q31, Q32를 

통해 전기광학소자를 구성하는 상기 TFTQ2에 인가된다.

단, 메모리 소자 M1, M2를 구성하는 인버터 INV2의 출력 임피던스는, 신호선 S와 TFT Q1, Q31, Q32를 통해 SRA

M(66)으로부터 출력되는 신호의 임피던스에 비해 높게 설정된다.

이와 달리, 인버터 INV2의 출력단자와 인버터 INV1의 입력단자 사이에 별도의 액티브 소자(도시되지 않음)가 삽입

되어, 신호선 S와 TFT Q1, Q31, Q32를 통해 SRAM(66)으로부터의 데이터(신호)가 인가된다. 그 때, 인버터 INV2로

부터의 출력이 인버터 INV1의 입력단자에 되돌아가지 않도록 설정된다.

이러한 구성에 의해, 인버터 INV2로부터의 출력에 관계없이, 인버터 INV1의 입력전압을 SRAM(66)으로부터 설정할

수 있다.

도4는, 상기 비트 선택선 B1, B2 및 선택선 G에 인가되는 신호의 파형을 도시하는 도면이다. 도4에 도시된 예에서는,

1 프레임 기간 Tf가 127 기간으로 나누어져 있다. 데이터를 인가하는 타이밍 1에서는, 선택선 G는 하이 레벨(선택 전

압) 로 되고, 비트 선택선 B1, B2는 택일적으로 하이 레벨로 상승하기 때문에, 각 메모리 소자 M1, M2에 의해, 동일

한 신호선 S를 통해, SRAM(66)으로부터의 데이터가 취입된다. 데이터를 표시하는 그 이외의 타이밍 2∼127에서는, 

선택선 G는 로우 레벨(비선택 전압)로 강하되고, 계속 유지된다. 또한, 비트선택선 B1, B2는 그 비트의 무게 비율에 

따라 택일적으로 하이 레벨로 상승하여, 각 메모리 소자 M1, M2의 데이터가 TFT Q2에 출력된다.

특히, 그 비트의 무게에 따라, 단위기간 T에 대해 비트선택선 B1이 선택되는 반면, 기간 2T에 대해 비트선택선 B2가

선택된다. 또한, 도4에 도시된 예에서는, 상기 단위기간 T를 1 프레임기간 Tf 중 7/127로 설정한다. 즉, 1 프레임기간

Tf내에, 비트선택선 B1, B2는 6회, 즉 (127-1)/{(1+2)×7} = 6회가 교대로 선택된다.

따라서, 전술한 바와 같이, 타이밍 1에서는, 메모리소자 M1, M2에 의해 데이터가 취입된다. 타이밍 2∼8에서는, 비트

선택선 B1이 선택되어, 메모리소자 M1으로부터의 데이터가 TFT Q2에 출력된다. 타이밍 9∼22에서는, 비트선택선 

B2가 선택되어, 메모리소자 M2의 데이터가 TFT Q2에 출력된다. 이하, 동일한 방식으로 선택이 행해진다. 예컨대, 
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타이밍 23∼29에서는, 비트선택선 B1이 선택된다. 타이밍 30∼43에서는, 비트선택선 B2가 선택된다. 타이밍 107∼

113에서는, 비트선택선 B1이 선택된다. 타이밍 114∼127에서는, 비트선택선 B2가 선택된다.

또한, 선택선 G는, 상기 1 프레임기간 중, 1/127의 기간에 대해서만, 순차로 선택된다. CPU(64)로부터 SRAM(66)에 

전송되는 데이터를 컨트롤러 드라이버(67)가 모니터하는 경우, 표시 화상을 변경할 필요가 없을 때에는, 상기 SRAM(

66)이 컨트 롤러 드라이버(67)로부터의 제어출력에 따라 데이터를 출력하지 않으므로, 전술한 바와 같이 전력이 세이

브된다.

단, 타이밍 1에서도, 메모리소자 M1, M2의 각 데이터는 TFT Q2에 출력된다. 따라서, 표시기간이 타이밍 2∼127에 

한정된다고 가정하면, 계조 에러가 발생한다. 한편, 타이밍 1이 표시기간에 포함되는 경우, SRAM(66)으로부터의 데

이터에 의해 직접 TFT Q2가 구동된다. 그러나, 그 경우, 메모리소자 M1, M2로의 데이터 기입에 의해 전압 변동의 

악영향이 발생한다. 따라서, 선택선 G가 하이 레벨이고, 또한 비트선택선 B1 또는 B2가 하이 레벨로 상승하는 기간의

영향을 고려하면, 상기 선택선 G가 로우 레벨이고, 비트선택선 B1 또는 B2가 하이 레벨인 기간을 조정하는 것이 요

구된다. 선택시의 상기 참조선 R의 전압 VDD 및 신호선 S의 전압은, 예컨대, 5V와 6V 사이의 범위에서 동일하다.

따라서, 메모리소자 M을 채용하여 전력을 세이브하는 표시장치(61)에서는, 다계조 표시를 실현하기 위해, 상기 메모

리소자 M1,M2를 메모리 소자 M으로서 제공하고, 메모리 소자의 수는 원하는 표시 계조를 달성하기 위해 필요한 비

트수와 동일하고; 상기 TFT Q1, Q2와 메모리 소자 M1, M2 사이에 TFT Q31, Q32를 각각 제공하고; 선택선 G가 선

택되어 있는 동안에는, TFT Q1을 통해 각 비트의 데이터를 시분할에 따라 순차 메모리소자 M1, M2에 기억시키고; 

선택선 G가 선택되어 있지 않은 동안에는, 상기 기억되어 있는 데이터를 비트의 무게 비율에 따라 TFT Q2에 인가함

으로써, 참조선 R의 전압 VDD를 시분할에 따라 인가한다. 이러한 구성에 의해, 전기광학소자(62)의 디지털 다계조 

표시를 실현할 수 있다.

전술한 것을 고려하여, 다계조 표시를 위해 유사하게 복수의 메모리셀 m1∼mn을 사용하는 상기 도19에 도시된 구성

과 본 발명을 이하에 비교한다. 한편, 본 발명은, 각 색(R,G,B)에 1개의 신호선 S, 및 색 R, G, B 사이에서 공용되어 있

는 선택선 G와 비트선택선 B1, B2가 필요하고; 비트수가 x(특히, x≥2)이면, 1라인 × 3(R,G,B) + 1라인 + x라인 = 

4라인 + x라인이다. 한편, 도19의 구성에서는, x라인 × 3(R,G,B) + 1라인(행 전극 제어 신호선) = 3x라인 + 1라인

이고; 이에 의해 배선수를 크게 감소시킬 수 있다. 따라서, 각 화소영역(A)의 배선 면적이 축소되고, 계조수가 증가하

는 경우에도, 메모리소자 M1, M2 등을 생성하기 위한 영역을 충분히 확보할 수 있다.

또한, 데이터가 CPU(64)로부터 표시영역 외부에 제공되는 SRAM(66)에 기입되고, CPU(64)로부터의 데이터의 기입

속도와 메모리소자 M1, M2로의 데이터의 기입 속도가 조정된 후, SRAM(66)으로부터의 복수의 데이터가 메모리소

자 M1, M2에 병렬로 직접 기입된다. 이에 의해, 종래의 신호선 구동회로와 달리, SRAM(66)으로부터의 데이터를 시

리얼 변환하여 전송할 필요가 없게 된다. 또한, 각 화소에 대해 디지털 데이터를 사용한 계조 표시가 실현되기 때문에,

SRAM(66)과 화소들 사이에 소비전력이 큰 D/A 컨버터가 필요 없게 되어, 따라서 저소비전력화를 실현할 수 있다.

특히, 때론 정지화상을 표시하는 휴대전화 등의 경우에는, 데이터 전송의 소비전력에 비해 데이터의 D/A 변환의 소비

전력이 크다. 따라서, 계조 데이터를 시리얼 전송하는 경우에 비해, 계조 데이터로부터 아날로그 전압을 발생시키는데

보다 많은 전력이 필요하다. 따라서, 상기 결점을 충분히 보충하는 효과가 기대된다.

또한, 메모리소자 M1, M2는, 통상의 SRAM과 같이, 2단의 CMOS 인버터 INV1, INV2로 구성된다. 따라서, 인버터 I

NV1, INV2에 각각 속하는 p형 TFT P1, P2와 n형 TFT N1, N2가 택일적으로 ON된다. 따라서, 메모리 상태를 유지

하고 있는 동안, 적은 양의 전류만이 각 인버터 INV1, INV2를 통해 흐르기 때문에, 저소비전력화가 실현된다.

단, 상기 구성에서, 신호선 S는 복수의 비트에 의해 공용된다. 따라서, 메모리소자의 수만큼 신호선 S를 확보한 도19

의 경우와 비교하여, 데이터의 전송주파수가 비트수의 배수가 되는 등의 결점이 있다. 그러나, 표시장치의 화소수를 

m×n으로 하면, 데이터가 SRAM(66)으로부터 종래의 신호선구동회로에 시리얼 전송된 후에, 필요한 전송주파수가 

신호선 S의 패럴렐 수의 n배로 된다. 통상, n은 80 이상이다. 한편, 비트수 x는 8 정도이다. 따라서, 상기 구성의 경우

에도, 데이터의 패럴렐 전송에 의해 메모리소자 M1, M2로의 데이터 전송속도가 감소하는 악영향이 남아있다.

한편, 다음은 상기 복수의 화상 표시에 관해 설명한다. 예컨대, 메모리소자 M의 개수를 k로 하면, 정지화상을 표시하

는 경우, 변환후에 그 메모리소자 M으로부터 데이터를 독출함으로써, 영상이 1비트 계조(2계조)이면, k개의 영상이 

변환되어 표시될 수 있다. 특히, 2계조 표시의 경우에는 k개의 영상이 표시되고, 4계조 표시의 경우에는 k/2개의 영상

이 표시되도록, 표시가 행해질 수 있다. 또한, 각 영상은 계조수가 동일할 필요가 없으며, 예컨대 j(j<k) 비트 계조의 
영상과, 그 이외의 k- j 비트 계조 사이에서 절환이 가능하다. 이에 의해, 간단한 동화상을, 정지화상을 표시하는 것과

실질적으로 동일한 정도의 소비전력으로 표시하는 것도 가능하다.

또한, 상기 정지화상을 표시할 때, 예컨대 6비트 계조를 표시하고 싶지만, 화소에 4비트에 대해서만 메모리소자가 배

치될 수 있는 경우, 전술한 바와 같이 화소 외부의 SRAM(66)으로부터 그 이외의 2비트 데이터가 독출되도록 구성할 

수 있다. 이 경우, SRAM 구성에 의해 화소 외부의 SRAM(66)이 2비트의 데이터(바람직하게는, 3비트의 데이터)를 

기억하는 것이 바람직하다(나머지는 DRAM 구성을 가져도 좋다).

또한, 복수의 화상이 표시되는 경우, 보다 많은 수의 메모리소자가 요구된다. 여기서, 상기와 같이, 화소 외부의 RAM

으로부터 필요한 비트 데이터를 화소 내부의 메모리소자로 독출하는 것에 의해, 표시가 행해지는 것이 요구된다. 또

한, 복수의 영상 표시에 필요한 전체 데이터 중, 일부의 영상 표시에 필요한 데이터만이 메모리소자에 미리 기억되고, 

그 후 그 이외의 영상을 표시할 때는, 화소 외부의 RAM으로부터 신규 데이터가 입력되는 것에 의해(동시에, 메모리

소자에 기억된 데이터가 화소 외부의 RAM으로 되돌아감), CPU의 전원을 ON시키지 않고도, 복수의 화상 또는 간단

한 동화상을 표시할 수 있다.

〔실시예 2]

본 발명의 실시예 2에 관해, 도5 및 도6을 참조하여 설명하면, 다음과 같다.
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도5는, 본 발명의 실시예 2에 따른 표시장치의 1개의 화소영역(A)의 전기회로를 도시하는 도면이다. 도5는 도3과 구

성이 유사하므로, 대응하는 소자에는 동일 한 참조 부호를 부기하고, 그 설명을 생략한다. 도3에서와 같이, 설명의 편

의상, 도5는 메모리소자 M으로서 제공된 2개의 메모리소자 M1, M2만을 도시한다. 그러나, 3개 이상의 메모리소자를

제공해도 좋다.

도5의 구성에서 주목해야 할 점은, 메모리소자 M1, M2 각각에 대해, 동일한 신호선 S로부터 데이터를 수신하기 위한

제1 액티브소자(액티브소자 A)를 구성하는 TFT Q11, Q12, 및 메모리소자 M1, M2의 출력을 상기 전기광학소자의 

TFT Q2에 전송하기 위한 제3 액티브소자(액티브소자 C)를 구성하는 TFT Q51, Q52를 제공하는 것이다. 선택선 Ga

에 선택전압을 인가하면, 신호선 S로부터의 데이터를 메모리소자 M1에 인가하도록 상기 TFT Q11를 활성화시키고, 

선택선 Gb에 선택전압을 인가하면, 신호선 S로부터의 데이터를 메모리소자 M2에 인가하도록 상기 TFT Q12를 활성

화시킨다.

참조부호 B로 나타낸 상기 비트선택선은, 2개의 메모리소자 M1, M2에 의해 공용되고 있다. 따라서, 메모리소자 M1,

M2의 출력을 상기 TFT Q2에 택일적으로 인가하기 위해, 메모리소자 M1의 TFT Q51 및 메모리소자 M2의 TFT Q5

2는 각각 p형 및 n형이다. 따라서, 상기 TFT Q51 및 TFT Q52의 게이트에 상기 비트선택선 B로부터의 선택전압을 

인가하면, 메모리소자 M1, M2 중 일방만이 TFT Q2에 신호가 출력되어, 상기 기간에 대해서만 유기 EL 소자(62)를 

통해 전류가 흐른다.

도6은, 상기 비트선택선 B, 선택선 Ga, Gb, 및 신호선 S로의 신호의 파형을 도시한다. 또한, 상기 예에서와 같이, 1 프

레임기간 Tf도 도6의 127기간으로 나누어져 있다. 데이터를 인가하는 타이밍 1에서는, 선택선 Ga, Gb가 신호선 S로

부터의 비트데이터에 따라 순차 하이 레벨(선택전압)로 되어, 메모리소자 M1, M2에 SRAM(66)으로부터의 데이터가 

인가된다. 데이터를 표시하는 그 이외의 타이밍 2∼127에서는, 선택선 Ga, Gb가 로우레벨(비선택전압)로 되고, 비트

선택선 B의 전압이 그 비트의 무게 비율에 따라 메모리소자 M1의 선택전압 V1 및 메모리소자 M2의 선택전압 V2 사

이에서 절환되어, 메모리소자 M1, M2의 데이터가 택일적으로 TFT Q2에 출력된다.

따라서, 비트선택선 B로 송출된 선택전압 V1, V2의 1:2 비율에 의해, 다계조 표시가 행해진다. 또한, 상이한 2진 데

이터(문자나 화상)가 메모리소자 M1, M2에 기억될 수 있다. 이 경우, 상기 비트선택선 B의 전압 V1 및 전압 V2를 1 

이상의 프레임 단위에 걸쳐 주기적으로 절환함으로써, 2개의 2진 데이터의 주기적인 화상, 즉 간단하고 반복적인 동

화상이 표시될 수 있다. 이러한 기능은, 휴대전화 등의 대기 화면을 생성하기 위해 적절하게 채용될 수 있다.

〔실시예 3〕

본 발명의 실시예 3에 관해, 도7 및 도8을 참조하여 설명하면, 이하와 같다.

도7은, 본 실시예 3에 따른 표시장치의 1개의 화소영역 A의 전기회로를 도시한다. 도7은, 도5와 구성이 유사하므로, 

상기 소자에 동일한 참조 부호를 부기하고, 그 설명을 생략한다. 도3에서와 같이, 간략화를 위해, 도7은 메모리소자 

M으로서 제공된 2개의 메모리 소자 M1, M2만을 도시한다. 그러나, 3개 이상의 메모리소자를 제공해도 좋다.

상기 도1 내지 도5의 구성에서는, 계조 표시를 실현하기 위해 시분할계조표시를 채용하고 있다. 그러나, 계조 표시를 

실현하는 모드는 본 발명에 한정되지 않고, 다른 전기광학소자도 유기 EL 소자(62)에 대해 사용될 수 있다. 이러한 예

에서와 같이, 본 실시예는, 전기광학소자로서 액정(91)이 사용되고, 상기 액정(91)에 아날로그 전압을 인가함으로써 

계조 표시가 실현되는 경우를 설명한다.

상기 액정(91)은, 저항 R11, R12로 이루어진 병렬회로와 저항 R2가 직렬 접속됨으로써, 전원 전압 VDD의 참조선(전

원선) R과 GND 사이에 배치되어 있다. 이 구성에서는, 상기 비트선택선 B(B1,B2)가 제공되지 않고, 메모리소자 M1,

M2의 출력이 p형 TFT Q61, Q62에 각각 전송되어, 그 ON 또는 OFF의 절환이 제어된다. TFT Q61은 상기 저항 R1

1, R12와 병렬로 제공되고, TFT Q62는 상기 저항 R2와 병렬로 제공된다. 액정(91)은 저항 R3와 병렬이다.

상기 저항 R11, R12가 병렬로 형성되는 이유는, 1/2 저항치의 저항을 준비하기 위해서이다. 이는, 에칭 조건 등의 다

양한 프로세스의 영향에 의해, 본래 동일한 값의 저항을 준비하는 것은 비교적 용이하지만, 그 자체가 1/2 저항치인 

저항을 준비하는 것은 어렵다는 사실을 고려한 것이다. 따라서, 저항 R11, R12, R2, R3의 저항치는 서로 동일한 것이

바람직하다.

TFT Q61, Q62의 ON 저항을 무시하면, 상기 TFT Q61, Q62가 모두 OFF일 때, 액정(91)은

VDD × (R3/((R11//R12) + R2 + R3))

의 전압을 수신하고, TFT Q61이 ON이고 TFT Q62가 OFF일 때, 액정(91)은

VDD × (R3/(R2 + R3))

의 전압을 수신하며, TFT Q61이 OFF이고 TFT Q62가 ON일 때, 액정(91)은

VDD × (R3/((R11//R12) + R3))

의 전압을 수신한다. 액정(91)은, TFT Q61, Q62가 모두 ON일 때, 전압 VDD를 직접 수신한다. 단, 상기 식에서, (R1

1//R12)는, 저항 R11, R12의 병렬 저항치를 나타내며, 이는 (R11 × R12)/(R11 + R12)로서 표현될 수 있다.

따라서, 상기 저항 R11, R12, R2, R3가 모두 동일한 값을 갖는 경우, TFT Q61, Q62가 모두 OFF일 때는, 전압 2VD

D/5가 인가되고, TFT Q61이 ON이고 TFT Q62가 OFF일 때는, 전압 VDD/2가 인가되며, TFT Q61이 OFF이고 TF

T Q62가 ON일 때는, 전압 2VDD/3가 인가된다. 이러한 방식으로, 화소영역 A내에 간단한 D/A 컨버터가 생성되는 

것도 가능하다.

참조선(전원선) R으로부터 인가되는 전원 전압 VDD를 분배하여, 전압 변환후에 전기광학소자에 인가하는 상기 방식

으로 메모리소자 M1, M2의 TFT Q61, Q62의 ON/OFF를 절환하는 것이, 전기광학소자가 액정(91)인 경우에, 특히 

유효하다. 또한, 상기 저항 R11, R12, R2, R3 대신에, 커패시터가 전압을 분배하기 위해 사용되어도 좋다.

단, 상기 도7의 구성에서는, 표시를 위해 복수의 화상을 바꿀 수 없다. 그러나, 메모리소자 M1, M2와 TFT Q61, Q62

사이에 제3 액티브소자(액티브소자 C)를 제공하고, 또한 상기 제3 액티브소자를 메모리소자 M1, M2와 결합하여 사
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용함으로써, 화상이 바뀔 수 있다. 또한, 상기 구성의 제어 타이밍은, 비트선택선 B가 이 구성 에 제공되지 않은 점을 

제외하면, 전술한 도6의 제어타이밍과 동일하다. 따라서, 여기서는 그 설명을 생략한다.

상기 도7의 구성은, 표시영역 A의 배선수가 감소한다는 점에서 유효하지만, 소비 전력을 감소시킬 때는 유효하지 않

다. 도8은, 소비전력도 감소시킬 수 있는 D/A 컨버터의 보다 바람직한 구성의 예를 도시한다. 도8의 구성에서, 도7의 

구성에 대응하는 소자는 동일 참조 부호에 의해 표시된다. 상기 구성에서 주목해야 할 점은, 메모리소자 M1, M2의 출

력이, 커패시터 C11, C21를 통해 액정(91)에 전송된다는 점이다. 즉, 본 구성에서는, 저항을 사용하지 않기 때문에, 

전력이 적게 소비되어, 저소비전력화에 기여한다.

이 구성에서, 액정(91)의 정전용량이 CLC이고, 커패시터 C11, C21의 정전용량이 각각 C11 및 C21이면, 메모리소자

M1, M2의 출력이 GND 전위일 때, 액정(91)에는 0전압이 인가된다. 메모리소자 M1의 출력이 VDD 전위이고, 메모

리소자 M2의 출력이 GND 전위일 때는,

VDD × C11/(CLC + C11 + C21)

의 전압이 인가된다. 메모리소자 M1의 출력이 GND 전위이고, 메모리소자 M2의 출력이 VDD 전위일 때는,

VDD × C21/(CLC + C11 + C2l)

의 전압이 인가된다. 메모리소자 M1, M2의 출력이 VDD 전위일 때는,

VDD × (C11 + C21)/(CLC + C11 + C21)

의 전압이 인가된다.

따라서, 예컨대 C21 = 2 × C11로 설정하고, C11을 CLC만큼 크게 증가시키고, 또한 전원 전압 VDD에 대해 적절한 

값을 설정함으로써, 액정(91)을 사용하여 다계조 표시를 실현할 수 있다.

[실시예 4〕

본 발명의 실시예 4에 관해, 도9 내지 도11을 참조하여 설명하면, 이하와 같다.

도9는, 본 실시예에 따른 표시장치의 l 화소영역(A)의 전기회로를 도시한다. 도9는, 도1, 도5, 및 도8과 구성이 유사

하다. 도9에 도시한 상기 구성에서는, 커패시터의 D/A 변환기능에 의해, TFT Q2가 유기 EL 소자(62)를 구동하는 게

이트전압을 발생시킨다. 이러한 목적을 위해, 커패시터 C21, C22 중 일방의 단자는 전압의 출력단상에 있는 상기 TF

T Q2의 게이트에 접속된다. 커패시터 C21의 타방의 단자는 메모리소자 M2의 출력에 접속되고, 커패시터 C22의 타

방의 단자는 커패시터 C11, C12 중 일방의 단자에 접속된다. 커패시터 C11의 타방의 단자는 메모리소자 M1의 출력

에 접속되고, 커패시터 C12의 타방의 단자는 전원 전압 VDD의 참조선 R에 접속된다.

여기서, 정전용량은 C21 = C11 = C12이고, 정전용량은 C22 = 2 × C21이다. 즉, 이를 소위 C - 2C DAC 구성이라 

한다. 상기 C - 2C DAC 구성은, 예컨대 아시아 디스플레이'98(1998년 9월28일∼10월1일 개최)의 보고서 285쪽에 

기재되어 있으므로, 여기서는 그 원리에 대해 더 이상 설명하지 않는다. D/A 컨버터를 제공하는 방식으로 상기 커패

시터가 구성되기 때문에, 이 D/A 컨버터의 출력이 유기 EL 소자(62)의 구동용 TFT Q2에 전송된다.

또한, 도9의 구성에서는, 제1 액티브소자(액티브소자 A) 인 TFT Q1와 메모리소자 M1 사이에 제2 액티브소자(액티

브소자 B)로서 p형 TFT Q71이 제공된다. 또한, TFT Q1과 메모리소자 M2 사이에 제2 액티브소자(액티브소자 B)로

서 N형 TFT Q72가 제공된다. 상기 TFT Q71, Q72의 게이트에는 상기 비트선택선 B 선택전압이 인가되어, 상기 TF

T Q1을 통해, 신호선 S의 데이터가 메모리소자 M1, M2에 택일적으로 인가된다.

도10은, 상기 비트선택선 B, 선택선 G 및 신호선 S으로 인가된 신호의 파형을 도시한다. 또한, 상기 경우와 같이, 1프

레임기간 Tf는 도10의 127 기간으로 분할된다. 데이터를 인가하는 타이밍 1에서는, 신호선 S로부터의 비트 데이터에

따라, 선택선 G가 메모리소자 M1의 선택전압 V1 및 메모리소자 M2의 선택전압 V2 사이에서 순차적으로 절환되어, 

메모리소자 M1, M2에 SRAM(66)으로부터의 데이터가 기입된다. 데이터를 표시하는 그 이외의 타이밍 2∼127에서

는, 선택선 G가 로우 레벨(비선택전압)로 되어 데이터의 인가가 금지되고, 비트선택선 B는 임의의 전압(도10의 선택

전압 V1)으로 유지된다.

이 구성은, TFT Q2의 게이트전압을 제어함으로써 얻어지는 대응하는 전류에 의해, 시분할계조를 채용하지 않고도, 

전류구동형 전기광학소자를 사용하여, 계조 표시를 행할 수 있다.

메모리소자 M1, M2로부터 전류구동형 전기광학소자로의 출력 전류는, 대응하는 전류를 얻기 위해 TFT Q2의 게이

트 전압을 제어하여 변환될 수 있다. 전기광학 소자로 전류를 공급하는 다른 적절한 방식은, 메모리소자 M1, M2의 전

원배선 및 전기광학소자에 공급되는 전류의 비율을 변화시키기 위해 스위칭소자의 도통 및 비도통을 포함한다. 이 방

식은, 전기광학소자가 유기 EL 소자인 경우에, 특히 유효하다. 도11은 이러한 경우의 구성을 도시한다. 상기 구성에

서는, 각 TFT Q11, Q12를 통해 메모리소자 M1, M2에 상기 신호선 S으로부터의 데이터가 공급되어, 그 메모리 소자

M1, M2의 출력이, TFT Q61, Q62, Q63을 제어하기 위해 사용된다. TFT Q61∼Q63은 동일한 사이즈를 갖기 때문

에, ON인 경우, TFT Q61∼Q63에 동일한 전류가 흐른다.

이는, 비트의 무게에 따라, 메모리소자 M2가, 메모리소자 M1의 2배의 전류를 유기 EL 소자(62)에 공급할 수 있게 하

므로, 메모리소자 M1, M2에 SRAM(66)의 데이터를 기입하는 것만으로도, 시분할 계조를 채용하지 않고, 전기광학소

자를 사용하여 계조표시를 행할 수 있다.

[실시예 5]

본 발명에 의한 실시예 5에 관해, 도12에 따라 설명하면, 이하와 같다.

도12는, 본 발명에 의한 실시예 5의 표시장치에 있어서의 1개의 화소영역 A의 전기회로를 도시한 도면이다. 상기 도

12의 구성은, 전술의 도3의 구성과 유사하여, 대응하는 부분에는 동일한 참조부호를 부기하여 나타내고, 그 설명을 

생략한다. 주목해야 할 점은, 상기 구성에서는, 메모리소자로서 강유전체 박막 커패시터 C1, C2가 사용되며, 이 메모

리소자와 제1 액티브소자(액티브소자 A)인 TFT Q1이 직접 접속되어 있고, 대신에 메모리소자와 GND 사이에 제2 

액티브소자(액티브소자 B) 인 TFT Q31, Q32가 배치되어 있는 것이다. 상기 도12의 강유전체 박막 커패시터 C1, C2
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는, FRAM(강유전체 메모리소자)에서와 같이 소위 1T(트랜지스터) 1C(커패시터) 구성으로 사용된다. 이에 의해, 상

기 구성에서는 도3의 4개의 TFT P1, P2, N1, N2를 사용하는 SRAM 회로보다도, 필요한 회로면적을 작게 할 수 있

다.

또, 강유전체 박막 커패시터의 제조방법은, 예컨대 일본 공개특허공보 제2000-169297호(공개일: 2000년 6월20일) 

등에 기재되어 있기 때문에, 여기서는 상세한 설명은 생략한다.

도12의 구성에 있어서, 상기 강유전체 박막커패시터 C1, C2의 일단이 TFT Q1, Q2a에 접속되고, 타단이 상기 TFT 

Q31, Q32를 통해 접지된다. 또한 상기 도1 및 도3의 기판(63)에는, 유기 EL 소자(62)가, 기판, 양극, 정공주입층, 정

공수송층, 발광층, 전자수송층 및 음극의 순서로 적층되어 구성되고, 상기 유기 EL 소자(62)는 p형 TFT Q2와 GND 

사이에 삽입되어 있다. 한편, 도12의 구성에서는, 기판(63a)에, 기판, 음극, 전자수송층, 발광층, 정공수송층, 정공주

입층 및 양극의 순서로 적층되어 구성되는 유기 EL 소자(62a)가 사용되고, 이 유기 EL 소자(62a)는 n형 TFT Q2a와 

전원 전압 VDD 사이에 삽입되어 있다. 이에 의해, TFT Q2a, Q31, Q32의 게이트전압의 진폭이 감소된다.

〔실시예 6〕

본 발명에 의한 실시의 6에 관해, 도13 및 도14에 따라 설명하면, 이하와 같다.

도13은, 본 발명에 의한 실시예 6의 표시장치에 있어서의 4개의 화소영역의 전기적 회로를 나타낸다. 도13의 구성은,

도12의 구성과 유사하여, 대응하는 부분에는 동일한 참조부호를 부기하고, 그 설명을 생략한다. 상기 구성에서 주목

해야 할 것은, 메모리소자로서 1화소에 대해 6개의 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6이 사용되고 있는 것이다. 또한, 

상기 강유전체 박막커패시터 C1∼C6에 각각 대응하는 TFT Q31∼Q36을 구동하기 위한 비트선택선 B1∼B6이, 열

방향에서 홀수번째의 화소(도13에서는 A11, A12)와 짝수번째의 화소(도13에서는 A21, A22), 즉 인접하는 라인들의

화소에 의해 공유되어 있어, 표시영역내의 배선영역의 비율이 작게 되어 있다. 참조선 R의 전압은 -VDD이고, n형 T

FT Q2a와 함께 유기 EL 소자(62a)가 사용된다.

도14는, 상기 비트선택선 B1∼B6 및 선택선 Gi, Gi + 1에의 인가신호파형을 나타낸다. 도14의 예에서는, 1프레임기

간은 128의 기간으로 분할되어 있고, 대략적으로, 타이밍 1에서 선택선 Gi가 하이 레벨로 되고, 또한 비트선택선 B 1

∼B6가 택일적으로 하이 레벨로 되어, i번째 행의 각 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6에 SRAM(66)으로부터의 데이

터가 인가된다. 타이밍 2에서 선택선 Gi + 1이 하이 레벨로 되고, 또한 비트선택선 B1∼B6이 택일적으로 하이 레벨

로 되어, (i+1)번째 행의 각 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6에 SRAM(66)으로부터의 데이터가 인가된다. 나머지의 

타이밍 3∼128에서는 선택선 Gi, Gi + 1은 로우레벨로 되고, 또한 비트선택선 B1∼B6이 그 비트의 가중된 기간동안

만 택일적으로 하이 레벨로 되어, 각 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6의 데이터가 TFT Q2a에 출력된다.

또, 상기의 경우에 있어서, 선택선 Gi가 하이 레벨일 때, 선택선 Gi + 1은 로우 레벨이기 때문에, i번째 행의 각 강유

전체 박막 커패시터 C1∼C6에 데이터가 인가되고 있는 동안, (i+1)번째 행의 각 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6에

는 데이터가 인가되지 않고 있다.

보다 구체적으로, 그 비트의 무게에 따라, 비트선택선 B1는 단위기간 T동안만 선택되어, 비트선택선 B2는 기간 2T

동안만 선택되고, 비트선택선 B3은 기간 4T동안만 선택되고, 비트선택선 B4는 기간 8T동안만 선택되고, 비트선택선

B5는 기간 16T동안만 선택되며, 비트선택선 B6은 기간 32T동안만 선택된다. 또한, 도14의 예에서는, 상기 단위기간

T를 1프레임기간의 1/128로 하기 때문에, 각 비트 선택선 B는 1 프레임기간 내에 (128 - 2)/{(1 + 2 + 4 + 8 + 16

+ 32) ×1} = 2회만, 교대로 선택된다.

따라서, 타이밍 1 및 2에서는 각 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6에 데이터가 공급된다. 타이밍 3에서는 비트선택선 

B1이 선택된다. 타이밍 4∼5에서는 비트선택선 B2가 선택된다. 타이밍 6∼9에서는 비트선택선 B3이 선택된다. 타이

밍 10∼17에서는 비트선택선 B4가 선택된다. 타이밍 18∼33에서는 비트선택선 B5가 선택된다. 타이밍 34∼65에서

는 비트선택선 B6이 선택된다. 반복적으로, 타이밍 66에서는 다시 비트선택선 B1이 선택되고, 이와 같은 방식으로, 

타이밍 97∼128에서는 비트선택선 B6이 선택된다.

이와 같이 구성함으로써, 다계조화를 실현할 수 있다.

또, 도14의 예에서는, 1프레임 동안에 2회, 동일의 비트선택선을 선택하고 있다. 이에 의해. 1프레임 동안 한번만 각 

비트에 의한 발광을 얻는 경우에는, PDP 에서 문제로 되는 동화상의 가짜윤곽의 문제를 방지할 수 있다. 그러나, 상기

도4와 같이 다수의 발광에 의한 상기 동화상의 가짜윤곽을 보다 개선하기 위해서는, MSB에 가까운 비트(즉, 비트선

택선 B6 또는 B5)의 선택기간을 분할하여, 1프레임기간 내에 보다 많은 선택기간을 생성하는 것이 효율적이다.

또한, 1프레임기간에 걸쳐 발광기간을 제공하는 대신, 1프레임기간의 일부를 발광기간으로 제공하는 것이 상기 동화

상의 가짜윤곽과 얼룩을 효과적으로 방지할 수 있기 때문에, 보다 바람직하다. 이와 같은 비발광 상태는, 도13의 6개

의 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6중의 1개에 유기 EL 소자(62a)를 비발광으로 하는 전압을 인가하거나, 또는 유기

EL 소자(62)를 비발광으로 하는 전압과 접속된 배선을 준비하여, 이 배선과 접속된 강유전체 박막 커패시터 또는 이 

배선을 선택함으로써 실현될 수 있다.

〔실시예 7〕

본 발명의 실시예 7에 관해, 도15에 따라 설명하면, 이하와 같다.

도15는, 본 발명에 의한 실시예 7의 표시장치에 있어서의 4개의 화소영역의 전기회로를 나타낸다. 도15의 구성은, 도

13 및 도3의 구성과 유사하여, 대응하는 부분에는 동일한 참조부호를 부기하고, 그 설명을 생략한다. 상기 구성에서 

주목해야 할 것은, 비트선택선 B1∼B6이, B1∼B3과 B4∼B6의 2개로 구분되고, 각 행간이 균등하게 배치되어 있는 

것이다. 즉, 비트선택선 B1∼B6이 인접하는 라인들의 화소들에 의해 공유된다는 점에서 상기 도13의 구성과 유사하

지만, 비트선택선 B1∼B6이, 일괄적으로 인접하는 라인들의 화소에 의해 공유되도록 배치되어 있는 도13의 구성과 

달리, 도15에서는 2 그룹으로 분할되고, 별도로 제공된다.

따라서, 배선수의 밸런싱의 관점에서, 표시균일성을 향상할 수 있다.
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또, 상기 도14의 동작에 있어서의 강유전체 박막 커패시터 C1∼C6에 대한 데이터 기입 기간이, 2단위 시간에서 3단

위 시간으로 증가되지만, 나머지 동작은 동일하기 때문에, 여기서는 그 상세한 설명을 생략한다.

[실시예 8]

본 발명에 의한 실시예 8에 관해, 도16에 따라 설명하면, 이하와 같다.

도16은, 본 발명에 의한 실시예 8의 표시장치에 있어서의 2개의 화소영역의 전기회로를 나타낸다. 도16의 구성은, 도

14의 구성과 유사하여, 대응하는 부분에는 동일의 참조부호를 부기하고, 그 설명을 생략한다. 상기 구성에서 주목해

야 할 점은, 3개의 비트선택선 B1∼B3을 사용하여, 그 선택출력을 각 화소 A11, A21 내에서 디코드하고, 강유전체 

박막 커패시터 C1∼C8중에 대응하는 커패시터를 선택하는 것이다. 이 때문에, 2 3 = 8로부터, 8개의 강유전체 박막 

커패시터 C1∼C8이 제공된다. 또한, 홀수번째의 강유전체 박막 커패시터 C1, C3, C5, C7에 각각 n형 TFT Q31, Q3

3, Q35, Q37을 제공하고, 짝수번째의 강유전체 박막 커패시터 C2, C4, C6, C8에 각각 p형 TFT Q32a, Q34a, Q36a,

Q38a를 제공한다. 또한, 상기 선택신호를 디코드하기 위한 TFT Q81∼Q86(디코드수단)을 제공하고 있다.

따라서, 배선영역의 비율을 보다 감소시킬 수 있다.

이상, 실시예 1∼8에 기재한 바와 같이, 본 발명에 의한 표시장치의 예는, 매트릭스 형태로 구획된 각 영역에 전기광

학소자가 설치되어 있고, 상기 각 영역에 제공된 제1 액티브소자(액티브소자 A)를 통해 신호선으로부터 메모리소자

에 데이터를 취입하고, 그 메모리소자의 출력으로 상기 전기광학소자를 표시구동하게 한 표시장치에 있어서, 각 전기

광학소자에 대응하는 상기 메모리소자를 각 신호선에 대해 2개 이상 제공하여, 상기 각 메모리소자의 일부 또는 전부

의 출력에 대해 상기 전기광학소자를 표시구동시킨다.

또한, 본 발명에 의한 표시장치의 다른 예는, 선택선에 의해 선택된 제1 액티브 소자의 선택기간 동안에 제1 액티브소

자(액티브소자 A)에 의해 신호선의 데이터를 메모리소자에 취입하고, 전기광학소자가 그 메모리소자의 기억내용에 

따라 표시를 행하도록 한 표시장치에 있어서, 각 전기광학소자에 대응하여 형성되는 상기 메모리소자를, 동일한 신호

선에 대해, 표시해야 할 계조 및/또는 영상의 적어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일한 개수로 제공하고, 상기 각 

메모리소자에 개별적으로 대응하도록 제공되는 제2 액티브소자(액티브소자 B), 및 서로 동등한 비트순위의 제2 액티

브소자의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되고, 각 비트순위 시간에 택일적으로 선택되어, 상기 선택선이 선택되

어 있는 기간동안에는 상기 제1 액티브소자를 통해 데이터를 대응하는 메모리소자에 격납시키고, 상기 선택선이 선택

되어 있지 않은 기간동안에는 대응하는 메모리소자의 데이터를 전기광학소자에 출력시키는, 비트선택선을 더 포함한

다.

본 발명에 의한 표시장치의 또 다른 예는, 선택선에 의해 선택되어 있는 제1 액티브 소자의 선택기간 동안에 제1 액티

브소자(액티브소자 A)에 의해 신호선의 데이터를 메모리소자에 취입하고, 전기광학소자가 그 메모리소자의 기억내용

에 대응 하는 표시를 행하도록 한 표시장치에 있어서, 각 전기광학소자에 대응하여 형성되는 상기 메모리소자의 수는,

동일의 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조 및/또는 영상의 적어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일하고, 상기 제1 

액티브소자 및 선택선은 각 메모리소자에 대응하도록 제공되며, 상기 각 메모리소자에 개별적으로 대응하여 제공되는

제3 액티브소자(액티브소자 C), 및 서로 동등한 비트순위의 제3 액티브소자의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되

고, 각 비트순위마다 택일적으로 선택되어, 대응하는 메모리소자의 데이터를 전기광학소자에 출력시키는 비트선택선

을 포함한다.

본 발명에 의한 표시장치의 또 다른 예는, 제1 액티브소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 제1 액티브소자

(액티브소자 A)에 의해 신호선의 데이터를 메모리소자에 취입하고, 전기광학소자가 그 메모리소자의 기억내용에 대

응하는 표시를 행하도록 한 표시장치에 있어서, 각 전기광학소자에 대응하여 형성되는 상기 메모리소자의 수는, 동일

의 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조의 적어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일하고, 상기 제1 액티브소자 및 선택

선은 각 메모리소자에 개별적으로 대응하여 제공되며, 상기 복수의 메모리소자의 총 출력에 의해 상기 전기광학소자

가 표시구동된다.

본 발명에 의한 표시장치의 또 다른 예는, 선택선에 의해 선택되어 있는 동안에 제1 액티브소자(액티브소자 A)에 의

해 신호선의 데이터를 메모리소자에 취입하고, 전기광학소자가 그 메모리소자의 기억내용에 대응하는 표시를 행하도

록 한 표시장치에 있어서, 각 전기광학소자에 대응하여 형성되는 상기 메모리소자의 수 가, 동일의 신호선에 대하여, 

표시해야 할 계조의 적어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일하고, 상기 각 메모리소자에 개별적으로 대응하여 제공

되는 제2 액티브소자(액티브소자 B), 및 서로 동등한 비트순위의 제2 액티브소자의 제어입력단에 의해 공유되도록 

인회되고, 각 비트순위마다 택일적으로 선택되어, 상기 선택선이 선택되어 있는 동안에 상기 제1 액티브소자를 통해 

데이터를 대응하는 메모리소자에 기억시키는 비트선택선을 포함하며, 상기 복수의 메모리소자의 총 출력에 의해 상기

전기광학소자가 표시구동되도록 구성되어 있다.

또한, 본 발명의 표시장치는, 상기 구성들중 어느 하나에 있어서, 상기 각 전기광학소자가 매트릭스 형태로 배열되고, 

상기 비트선택선을 인접행간으로 공용하는 구성으로 하는 것이 보다 바람직하다. 상기 구성에 의하면, 배선면적을 축

소하여, 다계조화를 실현할 수 있다.

또한, 본 발명의 표시장치는, 상기 구성들중 어느 하나에 있어서, 상기 비트선택선을 2개로 구분하여, 각 행간에 분산

하여 설치하는 구성으로 하는 것이 보다 바람직하다. 상기 구성에 의하면, 배선수의 밸런스가 맞아, 표시균일성을 향

상시킬 수 있다.

또한, 본 발명의 표시장치는, 상기 구성들중 어느 하나에 있어서, 상기 비트선택선의 선택데이터를 디코드하는 디코

드수단을 더 포함하는 구성으로 하는 것이 보다 바람직하다. 상기 구성에 의하면, 배선영역의 비율을 보다 감소시킬 

수 있다.

특히 본 발명은, 표시영역의 각 전기광학소자와 대응하는 메모리소자를 갖고, CPU 등 외부의 장치로부터 표시장치에

표시해야 할 화상 및/또는 문자 데이터 가 기입되는 RAM(Random Access Memory)을, 표시영역 외부의 표시장치에
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집적하여 형성하는 경우에 채용되는 것이 바람직하다.

상기 구성에서는, RAM에서 데이터를 패럴렐로 독출하여, 그 독출 데이터를 각 전기광학소자에 표시함으로써 저소비

전력화를 실현하고 있다. 그러나, RAM과 전기광학소자 사이에 D/A 변환기가 있으면, 패럴렐 데이터에 의해 실현되

는 저소비전력의 효과가 무의미하게 된다.

따라서, 본 발명과 같이 RAM과 전기광학소자 사이에 D/A 변환기를 제공하지 않고 대신에 디지털 메모리를 제공하여

, 다계조표시를 행하는 구성은, 상기 구성에서 목적으로 하는 저소비전력화를 실현할 수 있다는 점에서 바람직하다.

또, 상기 구성에서, 표시영역의 외부에 제공되는 화상메모리를 RAM으로서 표현하고 있는 것은, 일시적으로 데이터를

기억하는 데만 필요한 화상 메모리에 대해서는 DRAM 구성이면 충분하기 때문이다. 따라서, 반드시 SRAM 구성이 

필요하지는 않다.

또, 본 발명의 표시장치는, 상기 구성들중 어느 하나에 있어서, 상기 메모리소자를, 강유전체 박막 커패시터로 형성하

는 구성을 갖는 것이 보다 바람직하다.

상기 구성에 의하면, 메모리소자에 필요한 회로면적을, TFT 등의 트랜지스터를 사용하는 SRAM 회로에서 실현하는 

경우보다 작게 할 수 있다.

발명의 상세한 설명의 항에 있어서 한 구체적인 실시태양 또는 실시예는, 어디까지나, 본 발명의 기술내용을 밝히는 

것으로, 그와 같은 구체예에만 한정하여 협의로 해석되지 않고, 본 발명의 정신과 다음에 기재하는 특허청구사항의 

범위내 에서, 여러가지로 변경하여 실시될 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 의해, 다계조표시를 실현하는 데 있어서, 표시영역에서의 배선수를 감소시키고, 소비전력을 감소시킬 수 

있는 표시장치가 제공된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
매트릭스 형태로 구획된 각 영역에 설치된 전기광학소자;

상기 각 영역에 제공된 액티브소자(A); 및

상기 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하여, 그 출력에 의해 상기 각 전기광학소자를 표시구동하는 메모

리소자를 포함하며,

각 전기광학소자에 대응하는 상기 2개 이상의 메모리소자가, 상기 각 신호선에 대해 제공되고,

상기 각 전기광학소자는, 상기 전기광학소자에 대응하여 제공되는 2개 이상의 상기 메모리소자의 일부 또는 전부의 

출력에 의해 표시구동되는 표시장치.

청구항 2.
선택선 및 신호선에 접속된 액티브소자(A);

상기 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 메모리소자;

상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 전기광학소자; 및

상기 각 메모리소자에 대응하여 제공되는 액티브소자(B)를 포함하며,

각 전기광학소자에 대응하여 제공되는 상기 메모리소자의 수는, 상기 각 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조 및/또는 

영상의 적어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일하고,

서로 동등한 비트순위의 액티브소자(B)의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되고, 각 비트순위마다 택일적으로 선

택되어, 상기 선택선이 선택된 기간 동안에 는 상기 액티브소자(A)를 통해 데이터를 대응하는 메모리소자에 기억시키

고, 상기 선택선이 선택되지 않는 기간 동안에는 대응하는 메모리소자의 데이터를 상기 전기광학소자에 대해 출력하

도록 상기 액티브소자(B)를 표시구동하는 비트선택선을 더 포함하는, 표시장치.

청구항 3.
선택선 및 신호선에 접속된 액티브소자(A);

상기 액티브소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안, 상기 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 

메모리소자;

상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 전기광학소자; 및

상기 메모리소자와 상기 전기광학소자 사이에, 상기 각 메모리소자에 대응하여 제공되는 액티브소자(C)를 포함하며,

각 전기광학소자에 대응하여 제공된 상기 메모리소자의 수는, 상기 각 신호선에 대하여, 표시해야 할 계조 및/또는 영

상의 적어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일하고, 상기 메모리소자는, 상이한 액티브소자(A)를 통해 상이한 선택선

에 대응하여 각각 제공되고,

서로 동등한 비트순위의 액티브소자(C)의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되고, 각 비트순위마다 택일적으로 선

택되어, 대응하는 메모리소자의 데이터를 상기 전기광학소자에 대해 출력하도록 상기 액티브소자(C)를 구동시키는 

비트선택선을 더 포함하는, 표시장치.

청구항 4.
선택선 및 신호선에 접속된 액티브소자(A);

상기 액티브소자(A)가 선택선에 의해 선택되어 있는 동안, 상기 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 
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메모리소자; 및

상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 전기광학소자를 포함하며,

상기 각 전기광학소자에 대응하여 제공되는 상기 메모리소자의 수는, 상기 각 신호선에 대해, 표시해야 할 계조의 적

어도 일부분에 대응하는 비트수와 동일하고, 상기 메모리소자는, 상이한 상기 액티브소자(A)를 통해 상이한 선택선에

대응하여 각각 제공되고,

상기 각 전기광학소자는, 상기 전기광학소자에 대응하여 형성되는 복수의 상기 메모리소자의 총 출력에 의해 표시구

동되는 표시장치.

청구항 5.
선택선 및 신호선에 접속되는 액티브소자(A);

상기 액티브소자(A)를 통해 신호선의 데이터를 취입하는 메모리소자;

상기 메모리소자의 기억내용에 따라 표시를 행하는 전기광학소자; 및

각 메모리소자에 대응하여 제공되는 액티브소자(B)를 포함하며,

각 전기광학소자에 대응하는 상기 메모리소자의 수는, 상기 각 신호선에 대해, 표시해야 할 계조의 적어도 일부분에 

대응하는 비트수와 동일하고,

서로 동등한 비트순위의 액티브소자(B)의 제어입력단에 의해 공유되도록 인회되고, 각 비트순위마다 택일적으로 선

택되어, 상기 선택선이 선택되어 있는 동안 에는 상기 액티브소자(A)를 통해 데이터를, 대응하는 메모리소자에 기억

시키도록 상기 액티브소자(B)를 구동시키는 비트선택선을 더 포함하고,

상기 각 전기광학소자는, 상기 전기광학소자에 대응하여 형성되는 복수의 상기 메모리소자의 총 출력에 의해 표시구

동되는 표시장치.

청구항 6.
제2항에 있어서, 상기 각 전기광학소자가 매트릭스 형태로 배열되고, 상기 비트선택선이 인접행간마다 공유되는, 표

시장치.

청구항 7.
제3항에 있어서, 상기 각 전기광학소자가 매트릭스 형태로 배열되고, 상기 비트선택선이 인접행간마다 공유되는, 표

시장치.

청구항 8.
제4항에 있어서, 상기 각 전기광학소자가 매트릭스 형태로 배열되고, 상기 비트선택선이 인접행간마다 공유되는, 표

시장치.

청구항 9.
제5항에 있어서, 상기 각 전기광학소자가 매트릭스 형태로 배열되고, 상기 비트선택선이 인접행간마다 공유되는, 표

시장치.

청구항 10.
제6항에 있어서, 상기 비트선택선을 2개로 구분하여, 각 행간에 분산하여 배치하는, 표시장치.

청구항 11.
제7항에 있어서, 상기 비트선택선을 2개로 구분하여, 각 행간에 분산하여 배치하는, 표시장치.

청구항 12.
제8항에 있어서, 상기 비트선택선을 2개로 구분하여, 각 행간에 분산하여 배치하는, 표시장치.

청구항 13.
제9항에 있어서, 상기 비트선택선을 2개로 구분하여, 각 행간에 분산하여 배치하는, 표시장치.

청구항 14.
제2항에 있어서, 상기 비트선택선의 선택데이터를 디코드하는 디코드수단을 더 포함하는, 표시장치.

청구항 15.
제3항에 있어서, 상기 비트선택선의 선택데이터를 디코드하는 디코드수단을 더 포함하는, 표시장치.

청구항 16.
제4항에 있어서, 상기 비트선택선의 선택데이터를 디코드하는 디코드수단을 더 포함하는, 표시장치.

청구항 17.
제5항에 있어서, 상기 비트선택선의 선택데이터를 디코드하는 디코드수단을 더 포함하는, 표시장치.

청구항 18.
제1항에 있어서, 상기 메모리소자가 강유전체 박막 커패시터로 이루어지는, 표시장치.

청구항 19.
제2항에 있어서, 상기 메모리소자가 강유전체 박막 커패시터로 이루어지는, 표시장치.

청구항 20.
제3항에 있어서, 상기 메모리소자가 강유전체 박막 커패시터로 이루어지는, 표시장치.

청구항 21.
제4항에 있어서, 상기 메모리소자가 강유전체 박막 커패시터로 이루어지는, 표시장치.

청구항 22.
제5항에 있어서, 상기 메모리소자가 강유전체 박막 커패시터로 이루어지는, 표시장치.
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专利名称(译) 显示设备

公开(公告)号 KR100417572B1 公开(公告)日 2004-02-05

申请号 KR1020020001401 申请日 2002-01-10

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 NUMAO TAKAJI

发明人 NUMAO,TAKAJI

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/22 G02F1/1362 G02F1/133 G09F9/30 G09G3/32 G09G3/20 H01L27/32 G09G3/36 
G09F9/35

CPC分类号 G09G2300/0828 G09G3/3258 G09G2300/0857 G09G3/22 G09G3/2022 G09G3/3648

代理人(译) LEE，金泰熙

优先权 2001003051 2001-01-10 JP
2001153097 2001-05-22 JP

其他公开文献 KR1020020060604A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在显示装置中，当通过选择线选择有源元件（A）时，信号线的数据通过
有源元件（A）进入存储元件，并且电子元件有源元件将参考线的电压施
加到有机EL元件，以对每个像素执行存储器保持操作，并防止重写相同
的数据，从而降低功耗。为了实现多灰度显示，显示装置降低了功耗和
功耗。为了实现上述目的，更具体地，根据要显示的灰度提供多个存储
元件。另外，分别对应于存储元件的有源元件B和具有相同位顺序的有源
元件B的控制输入端子交织在一起以共享有源元件，并且提供交替选择的
位选择线。的。在选择线的非选择时段期间，写入数据，并且在选择时
段期间，仅在比特的权重的时段期间选择比特选择线。 1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e2e2b4fb-6ca9-4bb5-bae8-91b3d79aea9f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026607487/publication/KR100417572B1?q=KR100417572B1

